1. Возможности и ограничения практического использования кристаллического кремния, полученного различными методами.
2. Технология полупроводниковых материалов: монокристаллы и пленки.
3. Сравнительная характеристика условий кристаллизации высокотемпературных боратов.

4. Разновидности «газово-фазной» кристаллизации, аргументировать ее разнообразие.
5. Охарактеризовать общие (методические, технические/технологические и любые другие) приемы, присущие методам жидкофазной и «газово-фазной» эпитаксии.
6. Морфологические особенности кристаллов тугоплавких боратов, полученных различными методами.

7. Корреляция между составом, структурой и свойствами кристаллических боратов и кристаллообразующих боратных сред.
8. Методы получения малоразмерных структур функциональных боратов.

9. Критерии кристаллизационной способности расплавов боратов.

10. Сравнительная характеристика методических подходов при выращивании кристаллов кремния и тугоплавких боратов.
11. Краткий анализ условий получения, морфологии, особенностей строения и свойств кристаллов и малоразмерных структур боратов семейства «хантита».

12. Характеристика основных этапов эксперимента по выращиванию монокристаллов кремния.
13. Краткий сравнительный анализ основных методов получения монокристаллических пленок кремния.
14. Морфологические особенности кристаллических и аморфных пленок боратов, полученных различными методами.

15. Обосновать причины разнообразия методов получения эпитаксиальных пленок.
